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Заключение
Применение длительных термообработок (450 °С, 20 мин) при производстве современных ИМС с по-

стоянно уменьшающимися проектными нормами приводит к ухудшению параметров ИМС и, как следст-
вие, низкому проценту выхода годных изделий. Данное обстоятельство обусловлено тем, что с уменьше-
нием проектных норм изготовления ИМС все большее значение приобретают диффузионные процессы 
на границах раздела топологических слоев. Так, в месте соприкосновения омического алюминиево-
го контакта к поликремниевым затворам МОП-транзисторов, резисторов, конденсаторов происходит 
растворе ние поли кремния в алюминии с последующей сегрегацией в виде отдельных остроугольных 
конгломератов поликремния, которые не только ухудшают выходные характеристики ИМС, но и при-
водят к их полному отказу в результате замыкания топологических слоев. Одним из способов уменьше-
ния диффузионных процессов в микроэлектронике является замена стандартного термического отжига 
на БТО, позволяющую избежать разрушения омических алюминиевых контактов к поликремниевым 
топологическим элементам, а значит, увеличить процент выхода годных ИМС.
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Рис. 5. РЭМ-изображения конгломератов поликремния на поверхности двуокиси кремния  
без наклона (а) и под наклоном (б ), а также их энергодисперсионный спектр (в)
Fig. 5. SEM images of the polysilicon conglomerates on the silicon dioxide surface  

without tilt (a) and tilted surface (b), as well as EDX spectrum (c)


